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7. Tên đề tài luận án: Mô phỏng vật lý linh kiện , chế tạo và khảo sát tính chất  một số lớp chính của pin mặt trời  

trên cơ sở màng mỏng CIGS. 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

+ Vai trò của một số thông số chính của pin đã được nghiên cứu bằng mô phỏng . Kết quả đã chỉ ra độ dầy tối 

ưu lớp CIGS là 3000 nm và giá trị độ rộ ng vùng cấm là 1,4 eV. Pin mặt trời với cấu tạo trên có các thông số 

hiệu năng: dòng đoản mạch  Jsc = 30.19 mA/cm2; thế hở mạch Voc = 0,67 V; hệ số điền đầy  ff = 0,83 và hiệu 

suất chuyển đổi η = 17,6 %. 

+ Các màng mỏng trong suốt dẫn điện ZnO pha tạp Al đã được lắng đọng lên đế thạch anh bằng kỹ thuật lắng 

đọng điện tử xung (PED). Hai hệ mẫu đã được chế tạo , một tại nhiệt độ phòng dưới các áp suất oxy 5, 10, 15 

và 20 mTorr, một hệ tại 10 mTorr oxy tại nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 600 oC. Đối với hệ thứ nhất , áp suất tối 

ưu là 10 mTorr. Đối với hệ thứ hai , điện trở suất thấp nhất  3,4 x 10-2 Ω.cm đã thu được ở nhiệt độ chế tạo 400 
oC. 

+ Các màng mỏng Cu (InGa)Se2 được chế tạo bằng PED  từ bia Cu (In0.7Ga0.3)Se2. Các tính chất của mẫu như 

hình thái học, độ dày, tinh thể học và độ hấp thụ phụ thuộc mạnh vào điều kiện chế tạo . Mẫu tốt nhất được chế 

tạo tại thế 12 kV và nhiệt đ ộ 600 oC. Kết quả này cho thấy tiềm năng của PED trong việc chế tạo các màng 

CIGS. 



+ Để tìm ra chất tạo phức thích hợp nhất cho lắng đọng Ga , màng mỏng CuGaSe 2 (CGS) đã được lắng đọng 

lên đế ITO bằng kỹ thuật điện hoá từ các dung dịch chứa các axit khác nhau . Nồng độ Ga đã đạt 16 % tại thế -

0.95 V từ dung dịch chứa axit hydrochloric và axit sulphamic . 

+ Màng mỏng CuInGaSe (CIGS) đã được lắng đọng trên đế thuỷ tinh Mo /soda-lime lắng đọng điện hoá ở các 

thế từ -0,3 đến -1,1 V vs. Ag/AgCl. Sự thay đổi thành phần theo thế điện hoá được giải thích bằng số liệu Vol -

Ampe vòng. Một khoảng thế thích hợp -0,8 V đến -1,0 V đã được tìm thấy đảm bảo thu được hợp thức ổn định . 

Bằng cách điều chỉnh nồng độ dung dịch điện phân , chúng tôi đã thu được hợp thức mong muốn 

Cu(In0.7Ga0.3)Se2. 

+ Để khảo sát khả năng ứng dụng của lớp CIGS chế tạo bằng điện hoá , các mẫu pin mặt trời đơn giản đã được 

chế tạo và hiệu suất chuyển đổi 12,6% đã thu được trên mẫu tốt nhất. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: ứng dụng trong nghiên cứu và chế tạo pin mặt trời màng mỏng dựa trên lớp 

hấp thụ CIGS. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trên cơ sở các kết quả đã thu được, chúng tôi sẽ tiến hành chế tạo 

các mẫu thử là các pin mặt trời màng mỏng CIGS có cấu trúc hoàn chỉnh. 
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